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１．概要（Summary） 

半導体デバイス製造で使用される化学蒸着（CVD：

Chemical Vapor Deposition）の原料は、目的や用途に

応じて様々な成膜特性が要求される。 

今回自社開発の Ru 化合物を用いて異なる基板で薄

膜作成を行った。得られた試料を AIST ナノプロセシン

グ施設（NPF）の走査電子顕微鏡（FE-SEM）にて観察を

行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電界放出形走査電子顕微鏡(S4800) 

 

【実験方法】 

試料基板は EF-SEM 観察前に手割して断面を出した。

装置条件は加速電圧：10 kV、倍率：100 k、200 kにて

観察を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

シリコンウエハーに Ru 薄膜生成を試みた試料の

FE-SEM観察結果を Fig. 1(a)に、シリコンウエハー上に

SiO2 を形成した基板に Ru 薄膜生成を試みた試料の

FE-SEM観察結果を Fig. 1(b)に示す。観察像は表面状

態を見やすくするため約 10°手前に傾斜を掛けている。 

Fig. 1より、Ru膜厚は(a)では約 19 nm、(b)では約 18 

nm と同様な結果を得ることができた。 

このことにより、あるCVD条件では蒸着される側の基板

の材質が Si、SiO2 と異なっていても、ほぼ同様に Ru 膜

が生成されることが分かった。 

今後は成膜条件を変えて膜状態を観察し、評価を行う

予定である。 

 

 

(a)SEM image of Ru 

thin film on Si layer. 

 

 

 

 

 

(b)SEM image of Ru 

thin film on SiO2  

layer. 

 

 

 

Fig. 1 FE-SEM images of Ru deposited on two 

substrates. 
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